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Genéricas Especificas
CE 1.1: Disefiar, proyectar y calcular sistemas,
CG1: Identificar, equipos y dispositivos de generacion,
formular y resolver transmisién y/o procesamiento de campos y
problemas de sefiales analdgicos y digitales; circuitos
ingenieria. integrados; hardware de sistemas de
. computo de propdsito general y/o especifico
CG6: Desempeniarse de . .
) y el software a él asociado; hardware y
manera efectiva en . .
. ) software de sistemas embebidos y
equipos de trabajo. . . - .
dispositivos légicos programables; sistemas
CG7: Comunicarse con | de automatizacion y control; sistemas de
efectividad. procesamiento y de comunicacion de datos 'y
sistemas irradiantes, para brindar soluciones
Competencias CG8: Actuar con ética, | dptimas de acuerdo a las condiciones

responsabilidad
profesional y
compromiso social,
considerando el
impacto econdmico,
social y ambiental de
su actividad en el
contexto local y global.

CG9: Aprender en
forma continua y
auténoma.

técnicas, legales, econdmicas, humanasy
ambientales.

CE 1.2: Plantear, interpretar, modelar y
resolver los problemas de ingenieria
descriptos.

CE 1.3: Plantear, interpretar, modelar,
analizar y resolver problemas, disefio e
implementacion de circuitos y sistemas
electrénicos.

CE 5.1: Disenar, Proyectar, Calcular y Aplicar
dispositivos semiconductores, aplicando
estrategias conceptuales y metodoldgicas
asociadas a los principios de célculo, disefio y
simulaciones, con el objeto de optimizar con

INGENIERIA ELECTRONIC.A




UTN UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
IACDO | FACULTAD REGIONAL HAEDO INGENIERIA ELECTRONICA

sentido innovador, responsabilidad
profesional y compromiso social, los recursos
existentes.

Objetivos

Que los y las estudiantes sean capaces de:

e Comprender los principios fisicos y caracteristicas de funcionamiento de los dispositivos
semiconductores y sus aplicaciones.

e Comprender como el desempefiio de un dispositivo afecta a circuitos y sistemas.

» Conocer las especificaciones técnicas de los semiconductores.

¢ Simular a nivel dispositivos y circuitos con semiconductores, segun las caracteristicas y
propiedades de cada uno de ellos.

¢ Analizar y aplicar métodos de mediciones.

¢ Dar soporte de trabajo con los dispositivos electrénicos, para la reparacién y
mantenimiento de circuitos de baja complejidad.

¢ Resolver problemas de ingenieria basicos

Contenidos que se trabajan en la actividad (Minimo)

CONTENIDOS MINIMOS:

- Teoria basica de semiconductores.

- Juntura semiconductora y diodos.

- Transistor bipolar de juntura: en continua, sefial y conmutacién.

- Transistor efecto de campo de juntura: JFET en continua, sefial y conmutacion.
- Transistor y tecnologias MOS. Canal corto y largo. Scaling.

- Inversor CMOS.

- Memorias CMOS.

- Dispositivos multijunturas.

- Fotdnica y optoelectrdnica

Unidad/Médulo

UNIDAD TEMATICA 1:

Modelo de los semiconductores extrinsecos e intrinsecos. Dindmica de los portadores.
Movilidad y conductividad. Efecto Hall, su significado conceptual y aplicaciones.
Estadisticas de Maxwell-Boltzman y Fermi Dirac. Distribucién de portadores en las
bandas.

UNIDAD TEMATICA 2:

Juntura P-N. Analisis energético. Analisis de las concentraciones de portadores en la
juntura. La ecuacion del diodo. Resistencia estdtica y dindmica. Capacidad de difusion y
capacidad de juntura... Diodo Varicap. Ecuacion de control de cargas. El diodo como
conmutador: factores que afectan el tiempo de respuesta. Diodo Schottky. Diodo Zener.
Diodo tunel.
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UNIDAD TEMATICA 3:

Transistor bipolar de juntura. Andlisis basico y relaciones entre las corrientes. Efecto de
amplificacion de corriente y tension. Distintas configuraciones circuitales. Analisis
energético. Concentracion de portadores. Factores que determinan la ganancia. El
modelo de Ebers - Moll. Las curvas caracteristicas. Modulacidn del ancho de la base.
Resolucién de circuitos amplificadores de sefial grande para continua y alterna.

UNIDAD TEMATICA 4:

El transistor bipolar con pequefia sefial. Modelo de Giacoletto. Circuito del modelo para
diferentes intervalos de frecuencia. La variacién de con la frecuencia. La variacion de los
parametros con el punto de polarizacion. Elementos parasitos en el transistor real.
Parametros que aparecen en los manuales y obtencidn del circuito equivalente a partir de
ellos. Circuito equivalente transferido a la entrada. Ganancia de corriente, tensién y
potencia. Aplicaciones. Modelo hibrido h. La relacion de los pardmetros incrementales con
las curvas caracteristicas. Calculo de amplificadores de pequefia sefial y alta frecuencia.

UNIDAD TEMATICA 5:

El transistor bipolar como conmutador. Ecuacién de control de cargas. Conmutacion en la
zona activa. Conmutacion en saturacién. Dependencia del comportamiento del circuito en
relacion a la forma de conexion. Dependencia de la velocidad de conmutacidn en relacion a
los parametros del transistor. Métodos para aumentar la velocidad de conmutacién.
Tecnologia Schottky. Aplicaciones y célculo de tiempos de conmutacion.

UNIDAD TEMATICA 1:

Transistor de efecto de campo de juntura. Estructura fisica y funcionamiento. Variacién de
la corriente de drenaje con la tensién de compuerta. Curvas caracteristicas. Formas de
polarizacidn. Circuito equivalente para pequeia sefial. Transistores de efecto de campo
metal-éxido-silicio. Estructura fisica de los distintos tipos. Curvas caracteristicas. Circuitos
de polarizacion. Circuitos equivalentes incrementales. Transistores MOS de potencia.
Aplicaciones.

UNIDAD TEMATICA 6:

Dispositivos opto electronicos. Fotoconductores. Fotodiodos. Heterojunturas.
Fotodiodos de heterojunturas. Celdas solares. Semiconductores compuestos. Diodos
emisores de luz. Dispositivos laser.

UNIDAD TEMATICA 7:
Dispositivos fotonicos. Detectores de Luz, emisores de Luz. Diodo Laser.

UNIDAD TEMATICA 8:
Semiconductores Ternarios y Cuaternarios.

UNIDAD TEMATICA 9:
Circuitos Integrados. Conceptos constructivos. Componentes constitutivos.
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